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5. Науково-технічна робота

Назва роботи (укр)

Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у халькогенідних склоподібних напівпровідниках

Назва роботи (англ)

Nanoscale mechanisms of the radiation-structural changes in chalcogenide vitreous semiconductors

Реферат (укр)

Досліджено радіаційно-структурні зміни у псевдо-бінарних системах халькогенідних склоподібних напівпровідників 
(ХСН). На основі експериментальних результатів, отриманих методом високоенергетичної синхротронної рентгенівської 
дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання та позитронної анігіляційної спектроскопії встановлено 
атомно-розмірні моделі радіаційно-структурних змін для стекол As2S3-базованих систем, As2Se3-базованих систем та 
системи As2S3-As2Se3. Зокрема встановлено, що для ХСН підсистеми As-S в рамках псевдо-бінарного розрізу As2S3-
As2Se3 нанорозмірний механізм радіаційно-структурних змін є аналогічний як і у випадку модельного бінарного скла 
As2S3, який за результатами досліджень з використанням методів високоенергетичної синхротронної рентгенівської 
дифракції, тонкої структури рентгенівських спектрів поглинання та доплерівського розширення анігіляційної лінії можна 
описати атомно-розмірною моделлю Танаки, так звана дисторційна модель (“distortion model”), запропонована для 
пояснення фото-індукованих структурних змін у склі As2S3.

Реферат (англ)

Radiation-structural changes in psedo-binary chalcogenide vitreous semiconductors (ChVSs) are investigated. On the basis of 
the experimental results obtained by using high-energy synchrotron X-ray diffration method, extended X-ray absorption fine 
structure spectroscopy and positron annihilation soectroscopy the atomic-sized model of radiation-structural changes for the 
glasses of As2S3-based system, As2Se3-based system and As2S3-As2Se3 system are established. In particular, it is established 
that for the ChVS of As-S sub-system in the frame of As2S3-As2Se3 pseudo-binary cut-section the nanoscale mechanism of 
radiation-structural changes is the same as one for the model binary As2S3 glass; due to the results of high-energy synchrotron 
X-ray diffration method, extended X-ray absorption fine structure spectroscopy and Doppler broadening of annihilation line this 
mechanism can be described by the Tanaka’s distortion model proposed for the explanation of photoinduced structural changes 
in the As2S3 glass.

Індекс УДК: 537.311.322, 539.216.2

Коди тематичних рубрик НТІ: 29.19.31

6. Науково-технічна продукція (НТП)

НТП 1

Назва продукції (укр): Нанорозмірні механізми радіаційно-структурних змін у псевдо-бінарних системах ХСН

Назва продукції (англ): Nanoscale mechanisms of radiation-structural changes in pseudo-binary systems of ChVS

Очікувані результати: 

Галузь застосування: 73.1 - Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

Опис продукції (укр): Нанорозмірні механізми для спостережуваних радіаційно-структурних змін у псевдо-бінарних 



системах халькогенідних склоподібних напівпровідників, які підтверджуються також раніше отриманими результатами 
рентгеноструктурних та спектроскопічних досліджень.

Соціально-економічна спрямованість НТП: 

Стадія завершеності НТП: Звіт по НДДКР

Впровадження НТП: Не впроваджено

Строки впровадження: 2013 рік

Виробник продукції: Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

Споживачі продукції: підприємства радіоелектронної промисловості

Перспективні ринки: Україна, країни СНД та Євросоюзу

Права інтелектуальної власності: За договорами

Форми та умови передачі продукції: Спільні НДДКР
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Tsmots, O. Sausa, A.L. Stepanov. Structural modification of chalcogenide glasses by gamma-irradiation and ion-implantation // 
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